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１．概要（Summary） 

弊社では VAPOR HF DRY ETCH装置の導入を検

討しており京都大学ナノテクノロジーハブにある同設備を

利用して犠牲層膜除去の事前検討を行った。今回、テス

トピース（Fig. 1）を準備し構造物が VAPOR HF DRY 

ETCHにより形成できるかを検討した。 

 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

分光エリプソメーター/FE-5000、 

シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム

/MLT-SLE-Ox 

【実験方法】 

処理 RECIPE については VaporHF 装置メーカーで

ある SPP社様の推奨条件をベースとし ETCH RATE と

Uniformity の確認を実施した。基礎 DATA 取得後、テ

ストピースで想定した構造が形成されるか確認実験を行

った。 

① ETCH RATE確認 

（１） 自社酸化膜を一定時間 Etching 

（２） エリプソメーターを用いて PRE-POSTの膜厚

変化量から ETCH RATE と WAFER 面内

Uniformityを確認 

（３） ETCH RATEから処理時間を算出 

② テストピースの VAPOR HF DRY ETCH処理 

テストピースを 2枚処理。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

①の実験に関して 

膜種によってRATEの変動が大きく弊社が想定した面

内 Uniformityよりも悪化傾向にあることがわかった。ま

た、ETCH RATE と面内Uniformityがトレードオフす

る結果となった。 

■Thermal Ox：307Å/min RANGE：40Å/min 

■P-TEOS   ：879Å/min RANGE：1400Å/min 

■O3-TEOS  ：2000Å/min RANGE：4400Å/min 

②の実験に関して 

VAPOR HF DRY ETCH したテストピースを確認した

ところ犠牲層が上手く Etching され弊社が想定していた

中空構造が形成されていることが確認できた。ただし、

Uniformityが悪いためWAFER面内では中空構造がう

まく形成されない場所が存在する結果となった。RATE と

面内 Uniformity がトレードオフの関係にあることや膜種

による依存性など知見を多く得ることができた。導入でき

た場合、今回の基礎 DATA をベースに立ち上げや条件

だしを実践していく。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

・当日ご尽力いただいた、京都大学ナノテクノロジーハブ

拠点の佐藤 政司様に感謝いたします。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 
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Fig.1 Cross-sectional schematic of test piece. 


